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1.緒言 

単層カーボンナノチューブ(SWCNT)はグラフェンを円筒状に丸めた物質であり、将来的に様々

な応用が期待されている。我々のグループでは、これまで Ir 触媒を用いたアルコール

CVD(ACCVD)法により、SiO2/Si基板上に垂直配向した細径 SWCNTの成長に成功している[1]。し

かし、基板として用いる Siウェハーはコストが高く、より安価な作製法が望まれる。そこで、今

回 Al2O3バッファ層を用いて、SUS箔上における Ir触媒からの SWCNT成長を試みた。 

2.実験方法 

RFマグネトロンスパッタ装置を用いて SUS 箔にスパッタ時間 1 min 40 s ~ 60 min と変化させて

Al2O3膜を堆積後、パルスアークプラズマガンを用いて厚さ 0.3 nm 相当の Ir触媒を蒸着した。ホ

ットウォール型 CVD 装置内に SUS 箔を導入後、Ar/H2雰囲気下で昇温し、成長温度 850℃で 500 

sccm のエタノール蒸気を 10 分間流し SWCNT 成長を行なった。作製した試料は FE-SEM とラマ

ン分光法により評価した。 

3.結果と考察 

Fig.1 は、スパッタ時間を 30 min とした

時の SWCNT 成長結果であり、Fig.1(a)は

RBM 領域のラマンスペクトルを、Fig.1(b)

は G バンドと D バンドを示している。これ

らの結果から、直径 0.8~1.3 nmの比較的結

晶性の良い SWCNT が成長していることが

わかった。また、Fig.1(c)は、成長後の

SWCNT の断面 SEM 像である。成長した

SWCNT は垂直配向したフォレストを形成

し、厚さは約 4.5 μm であった。当日は、

SWCNT 成長における Al2O3 膜の厚さ依存

性について議論する。 
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Fig. 1 Raman spectra in (a) the RBM region and (b) 

the high frequency region, and (c) FESEM image of 

SWCNTs grown on SUS foils. 
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